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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung und ein die Schaltungsanordnung umfassendes
Leistungsmodul gemaf den Oberbegriffen der unabhan-
gigen Anspriiche.

Stand der Technik

[0002] Eine bekannte Schaltungsanordnung ist in der
internationalen Patentanmeldung W0O2014/038066 be-
schrieben (auf Englisch verdffentlicht als EP 2 894 952).
Heutige Schaltungsanordnungen weisen eine Vielzahl
von unterschiedlichen Aufbaumadglichkeiten auf. Zum ei-
nen stehen verschiedene Substrattechnologien zu Ver-
fugung. Ein Substrat dient als Trager einer Schaltung.
Oft eingesetzte Substrate sind beispielsweise ein Direct-
Bonded Copper-Substrat (DBC), Insulated Metals Sub-
strat (IMS) oder Leiterplatten, sogenannte Printed Circuit
Boards (PCB). Ebenso bekannt sind Stanzgitter, bei-
spielsweise aus Kupfer. Diese kdnnen nach einem Be-
stlicken mit elektrischen und/oder elektronischen Baue-
lementen mit einer Moldmasse umspritzt werden. Der-
artige Schaltungslésungen sind unter dem Begriff "Multi
Chip Power Package" (MCPP) allgemein bekannt. Die
Auswahl der Substrattechnologie richtet sich unter an-
derem nach der moglichen Aufbau- und Verbindungs-
technik fir die Schaltung. Ebenso spielen unter anderem
Vorgaben flr eine Entwarmung der Schaltung, Platzver-
haltnisse und Fertigungskosten fiir eine umzusetzende
Schaltung eine Rolle.

[0003] Fernerwerden beim Aufbau von elektronischen
Schaltungen eine Vielzahl von elektrischen und/oder
elektronischen Bauelementen auf einem Schaltungstra-
ger angeordnet. Oft eingesetzt werden sogenannte
SMD-Bauelemente (surfacemounted-Device). Diese
weisen Anschlussbereiche auf, welche direkt mit der
Oberflache eines Schaltungstragers verbunden werden
kdnnen, beispielsweise durch ein Verléten mit einer auf
dem Schaltungstrager ausgebildeten Leiterstruktur
und/oder einer elektrischen Kontaktstelle. Als SMD-Bau-
elemente kdnnen beispielsweise Kondensatoren, bei-
spielsweise MLCCs (Multi-Layer Ceramic Capacitor),
ausgebildet sein. Ebenso bekannt sind Widerstande, wie
zum Beispiel NTCs (Negative Temperature Coefficient
Thermostors).

[0004] Schaltungsanordnungen sind bei deren Her-
stellung und/oder im Betrieb der Schaltung verschieden-
artigen Belastungen ausgesetzt. Oft treten dabei mecha-
nische Belastungen auf. In vielen Fallen werden diese
mechanischen Belastungen an einzelnen Stellen des
Schaltungstragers eingeleitet, beispielsweise in Form
von Zug-, Druck- und/oder Biegespannungen. Dies kann
beispielsweise wahrend eines Herstellprozesses der
Schaltung erfolgen. Durch Auflegen eines elektrischen
und/oder elektronischen Bauelementes auf den Schal-
tungstrager, beispielsweise mittels eines Bestlickungs-
automaten, oder dem anschlie3enden elektrischen Ver-
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binden mit dem Schaltungstrager kénnen mechanische
Krafte auf den Schaltungstrager einwirken. Insbesonde-
re kann der Schaltungstrager aufgrund der Krafteinwir-
kung abschnittsweise oder im Gesamten durchgebogen
werden. Ebenso ist es moglich, dass derartige mecha-
nische Belastungen auch im Zuge von Temperaturein-
wirkungen, insbesondere durch ein temperaturbehafte-
tes elektrisches Verbinden eines elektrischen und/oder
elektronischen Bauelementes mit dem Schaltungstra-
ger, auftreten. Dabei ist es sehr problematisch, dass der-
artige mechanische Belastungen uber den Schaltungs-
trager auch auf die mit dem Schaltungstrager verbunde-
nen elektrischen und/oder elektronischen Bauelemente
und deren Verbindungsstelle mit dem Schaltungstrager
Ubertragen werden. In vielen Fallen kommt es dabei be-
reits bei der Fertigung und/oder im Betrieb der Schaltun-
gen zu einem mechanischen Bruch am elektrischen
und/oder elektronischen Bauelement und/oder an des-
sen Verbindungsstellen mit dem Schaltungstrager. Als
Folge eines derartigen mechanischen Bruchs ist die
Schaltung zumindest gestort, im schlimmsten Falle nicht
mehr betriebsfahig.

[0005] Die Fig. 1a und 1b veranschaulichen die Pro-
blematik an einem beispielhaften Leistungsmodul 10.
Das Leistungsmodul 10 umfasst eine Schaltungsanord-
nung 15. Die Schaltungsanordnung 15 weist mindestens
einen Schaltungstrager 20 auf. Der Schaltungstrager 20
ist in Form eines Kupferstanzgitters ausgebildet. Das
Kupferstanzgitter 20 ist derart ausgebildet, dass es zu-
mindest eine Leiterstruktur 21 umfasst. Auf dem Kupfer-
stanzgitter 20 ist eine Schaltung 30 angeordnet. Die
Schaltung 30 und zumindest ein Teil des Kupferstanz-
gitters 20 ist von einer Moldmasse 80 umspritzt. Seitlich
der Moldmasse 80 stehen Anschlussbeinchen 11 her-
aus, mittels welchen das Leistungsmodul 10 in beispiels-
weise einem elektrischen Gerat elektrisch eingebunden
werden kann. Die Schaltung 30 umfasst elektrische
und/oder elektronische Bauelemente, beispielsweise ei-
nen Leistungshalbleiter 40, insbesondere ein MOSFET,
und ein SMD-Bauelement, beispielsweise ein SMD-Kon-
densator 50, insbesondere ein MLCC. Fig. 1b zeigt in
einer Seitendarstellung ausschnittsweise den Bereich
der Schaltungsanordnung 15, in welchem ein SMD-Kon-
densator 50 mit der Leiterstruktur 21 elektrisch verbun-
den ist. Dargestellt sind zwei benachbarte Bereiche 22,
23 des Kupferstanzgitters 20. Beide benachbarten Be-
reiche 22,23 des Kupferstanzgitters 20 sind Teil der Lei-
terstruktur 21. Der eine benachbarte Bereich 22 weist
eine erste Kontaktstelle 24 und der andere benachbarte
Bereich 23 eine zweite Kontaktstelle 25 auf. Zwischen
der ersten und der zweiten Kontaktstelle 24, 25 weist das
Kupferstanzgitter 20 eine Aussparung in Form eines
Spaltes 28 zwischen den zwei benachbarten Bereichen
22, 23 auf. Die erste Kontaktstelle 24 ist mit einem ersten
Anschlussbereich 51 des SMD-Kondensators 50 elek-
trisch verbunden und die zweite Kontaktstelle 25 ist mit
einem zweiten Anschlussbereich 52 des SMD-Konden-
sators 50 elektrisch verbunden. In der Darstellung von
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Fig. 1b ist zu sehen, dass der so elektrisch verbundene
SMD-Kondensator 50 den Spalt 28 zwischen den be-
nachbarten Bereichen 22, 23 des Kupferstanzgitters 20
Uberbrickt. Die zwei benachbarten Bereiche 22, 23 kon-
nen bei der Herstellung und/oderim spateren Betrieb der
Schaltung 30 relativ zueinander bewegt werden, insbe-
sondere unter Ausbildung eines Versatzes x zueinander.
Durch den Versatz x werden mechanische Spannungen
von dem Kupferstanzgitter 20 in die Verbindungsstellen
24, 25, 51, 52 des SMD-Kondensators 50 mit dem Kup-
ferstanzgitter 20 eingeleitet. In vielen Fallen fiihrt dies zu
einem Bruch 55 des SMD-Kondensators 50 und/oder ei-
ner Fehlstelle an den Kontaktstellen 24, 25 bzw. den An-
schlussbereichen 51, 52 des SMD-Kondensators 50.
Insbesondere koénnen in solchen Fallen dann Kurz-
schliisse zwischen den Elektroden des SMD-Kondensa-
tors 50 auftreten. Die Bruchgefahr wird weiter erhoht, je
kompakter die elektrischen und/oder elektronischen
Bauelemente 40, 50 auf dem Schaltungstrager 20 ange-
ordnet werden. Sich ergebende mechanische Spannun-
gen kénnen an keiner Stelle vorher aufgenommen oder
abgebaut werden, bevor sie letztendlich direkt auch auf
die elektrischen und/oder elektronischen Bauelemente
40, 50 einwirken.

[0006] Gerade bei Leistungsmodulen mit hohen
Schaltfrequenzen, bei welchen beispielsweise Leis-
tungshalbleiter mit SiC- Technologie vorgesehen wer-
den, ist es besonders erforderlich, zur Minimierung pa-
rasitarer Induktivitaten einen Kondensator, beispielswei-
se einen MLCC-Kondensator, in unmittelbarer Nahe zum
Leistungshalbleiter anzuordnen.

[0007] Zum Schutz elektrischer und/oder elektroni-
scher Bauelemente vor einer Uberlastung, insbesondere
einem Bruch infolge von auf sie einwirkenden mechani-
schen Belastungen ist es bekannt, elastische Zonen in
unmittelbarer Nahe zu den zu beschiitzenden elektri-
schen und/oder elektronischen Bauelementen vorzuse-
hen. In den elastischen Zonen werden die in der Schal-
tungsanordnung vorliegenden mechanischen Spannun-
gen durch ein Nachgeben der elastischen Zonen wieder
abgebaut. Dies erfolgt in einer Weise noch bevor mogli-
che mechanische Spannungen einen Schaden an den
elektrischen und/oder elektronischen Bauelementen
verursachen kénnen. So sind elastische Zonen bei-
spielsweise als Aussparungen im Schaltungstrager aus-
gebildet. Die Aussparungen kénnen verschiedenste
Muster und Ausfiihrungen darstellen. Oft sind diese Aus-
sparungen vor und/oder hinter oder um ein elektrisches
und/oder elektronisches Bauelement im Schaltungstra-
ger ausgebildet. Grundsatzlich ist eine Anordnung in der
Art vorgesehen, dass eine Nachgiebigkeit des Schal-
tungstragers im Bereich der Aussparungen in Richtung
einer mechanischen Belastung erfolgen kann. Derartige
Aussparungen missen zusatzlich in einen Schaltungs-
trager eingebracht werden. AuRerdem nehmen derartige
Aussparungen Platz auf dem Schaltungstrager ein, der
einer kompakten Anordnung von elektrischen und/oder
elektronischen Bauelementen zuwiderlauft.
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Offenbarung der Erfindung
Vorteile

[0008] DerErfindung liegtdie Aufgabe zu Grunde, eine
Schaltungsanordnung anzugeben, bei welche eine kom-
pakte Anordnung von elektrischen und/oder elektroni-
schen Bauelementen ermdglicht wird. Ferner ist es Auf-
gabe, dass die elektrischen und/oder elektronischen
Bauelemente und/oder ihre Verbindungsstellen mit ei-
nem Schaltungstrdger bei der Herstellung der Schal-
tungsanordnung vor der Einwirkung mechanischer
und/oder thermomechanischen Belastungen geschiitzt
sind. Eine derartige Schutzwirkung soll auch im Betrieb
der von der Schaltungsanordnung gebildeten Schaltung
erhalten bleiben. Des Weiteren ist es Aufgabe, ein Leis-
tungsmodul enthaltend eine derartige Schaltungsanord-
nung mit zumindest einem Leistungshalbleiter anzuge-
ben.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Schaltungsan-
ordnung und durch ein Leistungsmodul mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen der unabhangigen Anspriiche
gelost.

[0010] Die erfindungsgemale Schaltungsanordnung
umfasst zumindest einen Schaltungstrager mit zumin-
dest einer auf dem Schaltungstrager ausgebildeten Lei-
terstruktur. Die Leiterstruktur weist zumindest eine erste
und eine zweite elektrische Kontaktstelle auf. Zusatzlich
umfasst die erfindungsgemaRe Schaltungsanordnung
zumindest ein elektrisches und/oder elektronisches Bau-
element mit zumindest einem ersten und einem zweiten
Anschlussbereich. Zur Ausbildung einer Schaltungist die
zumindest erste Kontaktstelle der Leiterstruktur mit dem
zumindest ersten elektrischen Anschlussbereich des
elektrischen und/oder elektronischen Bauelements
und/oder ist die zumindest zweite Kontaktstelle der Lei-
terstruktur mit dem zumindest zweiten Anschlussbereich
des elektrischen und/oder elektronischen Bauelements
mittelbar oder unmittelbar elektrisch verbunden.

[0011] Kennzeichnend fiir die Erfindung ist, dass das
zumindest eine elektrische und/oder elektronische Bau-
element zur Reduzierung einer Ubertragung mechani-
scher Belastungen von dem zumindest einen Schal-
tungstrager auf zumindest einem Tragerelement ange-
ordnet ist. Dabei ist das zumindest eine elektrische
und/oder elektronische Bauelement Uber das zumindest
eine Tragerelement mittelbar mit dem zumindest einen
Schaltungstrager verbunden. Dies erfolgt dadurch, dass
das zumindest eine Tragerelement mit dem zumindest
einen Schaltungstrager verbunden ist. Das Tragerele-
ment ist in vorteilhafter Weise mit dem Schaltungstrager
derart verbunden, dass zumindest ein Teil einer auf den
Schaltungstrager einwirkenden mechanischen Belas-
tung zuerst auf das zumindest eine Tragerelement tber-
tragen wird, bevor es dann auch auf das zumindest eine
elektrische und/oder elektronische Bauelement einwir-
ken kann. Bevorzugt wird die vollstdndige mechanische
Belastung durch das zumindest eine Tragerelement auf-
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genommen, zumindest jedoch in einem solchen MalRe,
dass eine verbleibende aufdas eine elektrische und/oder
elektronische Bauelement einwirkende mechanische
Belastung keinen Schaden an diesem oder an den Ver-
bindungsstellen mit dem Schaltungstrager hervorrufen
kann. Daher weist das Tragerelement eine grolere
Zug- , Druck- und/oder Biegefestigkeit aufals das zumin-
dest eine elektrische und/oder elektronische Bauele-
ment, welches auf dem zumindest einen Tragerelement
angeordnet ist. In 3-Punkt-Biegeversuchen an einer er-
findungsgemafRen Schaltungsanordnung kann gezeigt
werden, dass ein Bruch des einen elektrischen und/oder
elektronischen Bauelementes erst bei einer bis zu 5-fa-
chen Belastung erfolgt, als bei einer vergleichbaren
Schaltungsanordnung, bei welcher das elektrische
und/oder elektronische Bauelement ohne einem erfin-
dungsgemal vorgesehenen Tragerelement direkt auf ei-
nem Schaltungstrager angeordnet ist. Solange daher
das zumindest eine Tragerelement den mechanischen
Belastungen standhalten kann, solange ist auch das zu-
mindest eine elektrische und/oder elektronische Baue-
lement vor diesen geschitzt. Insbesondere gilt eine der-
artige Schutzwirkung fir SMD-Bauelemente, wie bei-
spielsweise ein NTC oder ein MLCC. In vorteilhafter Wei-
se kénnen dadurch sehr kompakte und kostenglinstige
Schaltungen auf Schaltungstragern realisiert werden.
Insbesondere ist die Fehlerquote in der Herstellung von
Schaltungsanordnungen umfassend SMD-Bauelemen-
te in vorteilhafter Weise stark reduziert. Zusatzlich ist die
Betriebssicherheit derartiger Schaltungsanordnungen
erhoht.

[0012] Erfindungsgemal® kommen verschiedenste
Ausfiihrungen von Schaltungstragern zum Tragen. So
kénnen beispielsweise DBCs, IMSs, PCBs und sogar
Stanzgitter, insbesondere aus Kupfer, vorgesehen wer-
den, ohne von einer erfindungsgemaf beabsichtigten
Schutzwirkung des Tragerelementes in Verbindung mit
dem Schaltungstrager abzuweichen. In vorteilhafter Wei-
se kénnen somit Schaltungsanordnungen fir eine Viel-
zahl individueller Anforderungen ausgelegt und herge-
stellt werden.

[0013] Bevorzugt ist das zumindest eine Tragerele-
ment aus einem keramischen Material gebildet, bei-
spielsweise aus Si3N4, AIN, ZTA (Zirconia Toughened
Alumina, AL203 + Zro2), SiO2,B203, PBO, Na20, K20,
Li20, Ca0, MgO, ZnO und/oder aus Al203. In vorteil-
hafter Weise kann das keramische Material Teil eines
DBC- (Direct copper bonded), LTCC- (Low Temperature
Cofired Ceramics), eines AMB- (Active Metal Brazing)
oder eines IMS-(Insulated Metal Substrate)Substrates
sein. Dadurch kann man sehr kostengtinstige Tragere-
lemente aus bekannten, in groBen Stlickzahlen vorlie-
genden Ausgangssubstraten fir Schaltungstrager erhal-
ten. Die Keramik kann besonders hohe Zugkrafte auf-
nehmen.

[0014] Alternativ kann das zumindest eine Tragerele-
ment aus einem organischen Material gebildet sein, ins-
besondere aus einem Polymermaterial, bevorzugt aus
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einem Faser-Kunststoff-Verbund. Als Polymermaterial
kommen weiter zum einen bevorzugt thermoplastische
Kunststoffe zum Einsatz, beispielsweise Polyetherether-
keton (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS), Polysulfon
(PSU), Polyetherimid (PEIl) oder Polytetrafluorethen
(PTFE). Zum anderen kénnen auch duroplastische
Kunststoffe vorgesehen werden, beispielsweise ein Ep-
oxidharz (EP), ungesattigtes Polyesterharz (UP), Viny-
lesterharz (VE), Phenol-Formaldehydharz (PF), Dial-
lylphthalatharz (DAP), Methacrylatharz (MMA), Polyure-
than (PUR), Aminoharze wie Melaminharz (MF/MP) oder
Harnstoffharz (UF), Polyimide (Pl). Die thermoplasti-
schen und duroplastischen Kunststoff sind bevorzugt
elektrisch nicht leitend. Dabei kénnen sie auch eine
Kunststoffmatrix eines Faser-Kunststoff-Verbundes bil-
den, wobei in der Kunststoffmatrix insbesondere anor-
ganische oder organische Verstarkungsfasern einge-
bracht sind. Insbesondere ist vorteilhaft, wenn eine Aus-
fuhrung vorgesehen ist, welche hohen mechanischen
Belastungen standhalt. In vorteilhafter Weise kann das
Tragermaterial auch aus einem PCB oder aus einem
plattenartigen Halbzeug eines Faser-Kunststoff-Verbun-
des ausgebildet sein, um ein sehr kostengiinstiges Tra-
gerelement zu erhalten.

[0015] Sowohl das genannte Tragerelement aus dem
keramischen Material als auch das genannte Tragerele-
ment aus dem organischen Material bilden daher bevor-
zugt eine elektrische Isolation zwischen dem zumindest
einen elektrischen und/oder elektronischen Bauelement
und dem zumindest einen Schaltungstrager aus. Neben
einem keramischen Material oder einem organischen
Material sind auch Tragerelemente aus einem anderen
Material denkbar, wobei dann zumindest eine Ausfiih-
rung vorliegt, mittels welcher eine oben genannte elek-
trische Isolation ausgebildet ist.

[0016] In Weiterbildung der erfindungsgemafien
Schaltungsanordnung ist das zumindest eine Tragerele-
ment plattenartig ausgebildet. In dieser Ausfiihrung ist
das zumindest eine elektrische und/oder elektronische
Bauelement auf einer Oberseite des Tragerelementes
angeordnet. Dagegen ist eine Unterseite des Tragerele-
mentes zumindest bereichsweise mit dem zumindest ei-
nen Schaltungstrager verbunden. Aufdieser Weise weist
das Tragerelement beidseitig zwei ebene Flachen auf.
Zum einen kann somit das Tragerelement ganzflachig
mit dem Schaltungstrager verbunden werden. Dadurch
ist garantiert, dass mechanische Belastungen von dem
gesamten Tragerelement aufgenommen werden kann.
Ferner ist eine einfache Anordnung des zumindest einen
elektrischen und/oder elektronischen Bauelements auf
dem Tragerelement, insbesondere auf dessen Obersei-
te, ermoglicht. Ein plattenartig ausgebildetes Tragerele-
ment ergibt sich beispielsweise in einfacher Weise aus
einem der oben genannten Ausgangssubstraten wie z.B.
aus einem DBC, LTCC, AMB, IMS oder einem PBC.
Ebenso kénnen plattenartige Halbzeuge aus einem Fa-
ser-Kunststoff-Verbund zur Ausbildung eines erfin-
dungsgemalen Tragerelements vorgesehen werden.
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Das Tragerelement weist bevorzugt eine Dicke von
50pm bis 5 mm auf.

[0017] Die erfindungsgemalie Schaltungsanordnung
berlicksichtigt auch einen Schaltungstrager, welcher
zwischen der ersten und der zweiten Kontaktstelle der
Leiterstruktur eine Aussparung, insbesondere in Form
eines Durchbruches, aufweist. Hierbei ist die Ausspa-
rung in zumindest einem Bereich durch das zumindest
eine Tragerelement Uberbriickt. Dabei kann die Ausspa-
rung beispielsweise eine Langserstreckung aufweisen,
insbesondere aufgrund einer rechteckigen Grundform.
Eine derartige Aussparung ist beispielsweise als ein
Spalt zwischen zwei benachbarten Bereichen eines
Stanzgitters ausgebildet, wobei die zwei benachbarten
Bereiche dann jeweils die zumindest erste bzw. die zwei-
te Kontaktstelle aufweisen. Im Bereich der Aussparung
kann es zu Relativbewegungen innerhalb des Schal-
tungstragers kommen, beispielsweise bei der Fertigung
der Schaltungsanordnung und/oder im Betrieb der durch
die Schaltungsanordnung gebildeten Schaltung auf-
grund von Temperaturwechsel. Insbesondere gilt dies
bei benachbarten Bereichen eines Stanzgitters. Die hier-
bei entstehenden mechanischen Belastungen werden
allerdings in vorteilhafter Weise durch das die Ausspa-
rung Uberbriickende Tragerelement aufgenommen. Ide-
alerweise wirken dann keine oder nur in einem reduzier-
ten Malte mechanische Belastungen auf das zumindest
eine elektrische und/oder elektronische Bauelement,
welches auf dem Tragerelement angeordnet ist. Dies gilt
dann fir beliebige Anordnungen des zumindest einen
elektrischen und/oder elektronischen Bauelementes.
Bevorzugt ist das zumindest eine elektrische und/oder
elektronische Bauelement in Richtung der Langserstre-
ckung der Aussparung oder quer zu dieser auf dem zu-
mindest einen Tragerelement angeordnet. Zuvor ge-
nanntes gilt auch fir eine Ausfiihrungen, bei welcher die
Aussparung durch mindestens zwei, bevorzugt parallel
zueinander angeordneten, Tragerelemente Uberbriickt
ist. Hierbei kann auf jedem Tragerelement einzeln jeweils
ein elektrisches und/oder elektronisches Bauelementan-
geordnet sein. Zusatzlich ist hier auch mdglich, dass das
zumindest eine elektrische und/oder elektronische Bau-
element auf dem ersten und auf dem zweiten Tragere-
lementangeordnetist. In diesem Falle kann ein zwischen
den zwei Tragerelementen vorliegender Spalt aufgrund
einer Beabstandung der Tragerelemente zueinander
durch das zumindest eine elektrische und/oder elektro-
nische Bauelement tberbriickt sein.

[0018] In WeiterfUhrung der erfindungsgemaRen
Schaltungsanordnung ist vorgesehen, dass das zumin-
dest eine Tragerelement mittels einer Kleberschicht mit
dem zumindest einen Schaltungstrager verbunden ist.
Ebenso kann das zumindest eine elektrische und/oder
elektronische Bauelement mittels einer Kleberschicht mit
dem Tragerelement verbunden sein. Alternativ ist eine
Verbindung des Tragerelementes mit dem Schaltungs-
trager und/oder eine Verbindung des einen elektrischen
und/oder elektronischen Bauelements mit dem Schal-
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tungstrager mittels einer Lot- oder einer Sinterschicht
denkbar. Hierzu weist das Tragerelement jeweils zumin-
dest einen Oberflachenbereich auf, welcher ein Verloten
und/oder Versintern mit dem Schaltungstrager bzw. mit
dem einen elektrischen und/oder elektronischen Baue-
lementermdglicht, beispielsweise durch eine metallische
Schicht. Im Falle einer plattenartigen Ausbildung des
Tragerelementes kann ein derartiger Oberflachenbe-
reich auf der Unterseite und/oder der Oberseite des Tra-
gerelementes ausgebildet sein. Sowohl das Verkleben
als auch das Verl6éten und/oder Versintern des Tragere-
lementes mitdem Schaltungstrager bzw. dem zumindest
einen elektrischen und/oder elektronischen Bauelement
kann dann Uiber die komplette Unterseite bzw. Oberseite
oder einen Teilbereich der Unterseite bzw. der Oberseite
des Tragerelementes erfolgen.

[0019] ErfindungsgemaR ist vorgesehen, dass die zu-
mindest erste und/oder die zweite Kontaktstelle der Lei-
terstruktur und/oder der zumindest erste und/oder zweite
Anschlussbereich des zumindest einen elektrischen
und/oder elektronischen Bauelementes mittels eines ge-
bondenen Drahtes oder Bandchens, eines gel6teten
Clips und/oder einer Durchkontaktierung elektrisch kon-
taktiertist/sind, wobei die Durchkontaktierung in dem zu-
mindest einen Tragerelement ausgebildet ist.

[0020] Bevorzugt weist das Tragerelement selbst zu-
mindest einen Oberflachenbereich auf, welcher eine
Kontaktierung insbesondere mittels einer Bandchen-
bzw. Drahtbondtechnik , einer Clipl6tung und/oder einer
Versinterung ermdglicht. In diesem Fall erfolgt eine mit-
telbare Verbindung zwischen der ersten bzw. zweiten
Kontaktstelle der Leiterstruktur und dem ersten bzw.
zweiten Anschlussbereich des zumindest einen elektri-
schen und/oder elektronischen Bauelementes Uber den
oben genannten Oberflachenbereich auf dem Tragere-
lement. Konkret ist der zumindest eine Oberflachenbe-
reich des Tragerelementes zum einen mit dem ersten
und/oder dem zweiten Anschlussbereich des zumindest
einen elektrischen und/oder elektronischen Bauelemen-
tes elektrisch kontaktiert, beispielsweise durch Verloten
und/oder Versintern, insbesondere mittels eines Draht-
oder Bandchenbonds oder eines Létclips. Zum anderen
ist der zumindest eine Oberflachenbereich des Tragere-
lementes auch mit der ersten und/oder mit der zweiten
Kontaktstelle der Leiterstruktur mittels einer Drahtbond-
technik, einer Cliplétung und/oder einer Durchkontaktie-
rung verbunden, wobei die Durchkontaktierung in dem
zumindest einen Tragerelement ausgebildet ist.

[0021] Insgesamtsind daher eine Vielzahl von Verbin-
dungsmoglichkeiten zwischen Tragerelement und/oder
dem zumindest einen elektrischen und/oder elektroni-
schen Bauelement und/oder dem Schaltungstrager
und/oder der ersten und/oder der zweiten Kontaktstelle
der Leiterstruktur und/oder der ersten und/oder dem
zweiten Anschlussbereich des zumindest einen elektri-
schen und/oder elektronischen Bauelementes gegeben.
[0022] Die Erfindung betrifft auch ein Leistungsmodul,
beispielsweiser einen Inverter. Die Erfindung geht aus
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von einem Leistungsmodul wie in den Fig. 1a und 1b
dargestellt. Neben zumindest einem Leistungshalbleiter
umfasst das erfindungsgemafe Leistungsmodul aller-
dings die zuvor beschriebenen Ausfiihrungen einer er-
findungsgemafen Schaltungsanordnung. Bevorzugtba-
siert der Leistungshalbleiter auf einer SiC-Technologie.
Derartige Leistungshalbleiter weisen hohe Schaltfre-
quenzen auf. Zur Minimierung der dabei vorliegenden
parasitaren Induktivitaten ist ein SMD-Kondensator, ins-
besondere ein MLCC-Kondensator, vorgesehen. Erfin-
dungsgemal ist nun ermdglicht, das Leistungsmodul
derart auszubilden, dass der SMD-Kondensator in un-
mittelbarer Nahe zum Leistungshalbleiter angeordnet ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnung. Diese zeigt in:

Fig. 1a: ein Leistungsmodul umfassend einen Leis-
tungshalbleiter in der Draufsicht,

Fig. 1b: einen Ausschnitt des Leistungsmodules in
Fig. 1a in einer Seitendarstellung,

Fig. 2.1 - 2.15 verschiedene Ausflihrungsbeispiele
einer erfindungsgemafen Schaltungsanordnung je-
weils in einer Seitenansicht und einer zugehdrigen
Draufsicht.

Ausfiihrungsformen der Erfindung

[0024] In den Figuren sind funktional gleiche Bauteile
jeweils mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0025] Alle Ausfiihrungsbeispiele in den Fig. 2.1-2.15
zeigen einen Schaltungstrager 20 mit einer auf dem
Schaltungstrager 20 ausgebildeten Leiterstruktur 21. Die
Leiterstruktur 21 kann eine Mehrzahl von Leiterbahnen
umfassen, welche beispielsweise Teil eines als Leiter-
platte ausgebildeten Schaltungstragers 20 sind. Es sind
alternativ auch andere Typen von Schaltungstrager
denkbar. Mit dem Schaltungstrager 20 ist zumindest ein
Tragerelement 100 verbunden. Das Tragerelement 100
ist plattenartig ausgebildet und weist eine Oberseite 101
und eine Unterseite 102 auf. Sowohl die Oberseite 101
als auch die Unterseite 102 umfassen jeweils zumindest
einen Oberflachenbereich, welcher jeweils durch Léten
und/oder Sintern und/oder mittels eines Draht- oder Ban-
chenbond elektrisch kontaktierbar ist. Das Tragerele-
ment 100 ist Uber seine Unterseite 102 flachig mit dem
Schaltungstrager 20 verbunden, beispielsweise mittels
einer Lotschicht 300. Anstelle der Lotschicht 300 istauch
eine Sinterschicht oder eine Kleberschicht denkbar. Al-
ternativ kann die Lotschicht 300 oder die Sinterschicht
oder die Kleberschicht die Unterseite 102 des Tragere-
lementes 100 auch nur in Teilbereichen, beispielsweise
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in den Randbereichen, mit dem Schaltungstrager 20 ver-
binden. Aufder Oberseite 101 des Tragerelementes 100
ist ein elektrisches und/oder elektronisches Bauelement
50 angeordnet, insbesondere ein SMD-Bauteil, bei-
spielsweise ein MLCC-Kondensator. Das elektrische
und/oder elektronische Bauelement 50 weist an seinen
Enden einen ersten und einen zweiten Anschlussbereich
51, 52 auf. Uber den ersten und den zweiten Anschluss-
bereich 51, 52 ist das elektrische und/oder elektronische
Bauelement 50 mitder Oberseite 101 des Tragerelemen-
tes 100 verbunden, insbesondere durch ein Verloten
oder Versintern. Hierzu weist die Oberseite 101 des Tra-
gerelementes 100 randseitig einen ersten und zweiten
Oberflachenbereich auf, welcher durch Loten und/oder
Sintern elektrisch kontaktierbar ist, wobei ein elektri-
sches Kontaktieren auch mittels einer Draht-/Bandchen-
bondtechnik oder einer Cliplétung/-sinterung maéglich ist.
Das Tragerelement 100 ist in diesem Ausfihrungsbei-
spiel aus einem DBC-Substrat gebildet und weist in sei-
nem Inneren einen keramischen Kern 200 auf. Die Ober-
seite 101 und die Unterseite 102 sind in diesem Fall aus
Kupfer gebildet. In den Ausfiihrungsbeispielen entspre-
chend den Fig. 2.5 - 2.15 istim Schaltungstrager 20 eine
Aussparung 28 in Form eines Durchbruchs ausgebildet.
Beispielsweise kann dieser Durchbruch als Spalt zwi-
schen zwei benachbarten Bereichen eines Kupferstanz-
gitters als Schaltungstrager 20 vorliegen. Die Ausspa-
rung 28 weist eine Langserstreckung auf, wobei das Tra-
gerelement 100 quer zur Langserstreckung angeordnet
ist und die Aussparung 28 in einem Bereich von dem
Tragerelement 100 Uberbriickt ist. Bei diesen Ausfih-
rungsbeispielen mit einer im Schaltungstrager 20 aus-
gebildeten Aussparung 28 kann das elektrische und/oder
elektronische Bauelement 50 auf dem Tragerelement
100 und quer zur Langserstreckung der Aussparung 28
angeordnet sein, entsprechend den Darstellungeninden
Fig. 2.5 - 2.9. Ebenso ist eine Anordnung entsprechend
den Darstellungen in den Fig. 2.10 - 2.15 mdglich. Bei
diesen Ausfiihrungsbeispielen ist das elektrische und
elektronische Bauelement 50 auf dem Tragerelement
100 und in Richtung der Langserstreckung der im Schal-
tungstrager 20 ausgebildeten Aussparung 28 angeord-
net. Fur diesen Fall ist entsprechend den Darstellungen
inden Fig. 2.10-2.12 das Tragerelement 100 in Richtung
der Langserstreckung breiter ausgefiihrt als die entspre-
chende Ausfiihrung des Tragerelementes 100 in den Fig.
2.1 - 2.9. Alternativ sind auch zwei Tragerelemente 100
vorgesehen, die bevorzugt parallel zueinander in einem
Abstand a angeordnet sind. In diesem Fall ist das elek-
trische und/oder elektronische Bauelement 50 auf dem
ersten und auf dem zweiten Tragerelement 100 ange-
ordnet, wobei der Abstand a zwischen den beiden Tra-
gerelementen 100 durch das elektrische und/oder elek-
tronische Bauelement 50 Uberbriickt ist.

[0026] In allen Ausfliihrungsbeispielen ist eine erste
bzw. eine zweite Kontaktstelle 24, 25 der Leiterstruktur
21 mittelbar Gber die Oberseite 101 mit dem ersten An-
schlussbereich bzw. dem zweiten Anschlussbereich 51,
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52 des elektrischen und/oder elektronischen Bauele-
mentes 50 verbunden. Die jeweilige elektrische Verbin-
dung ist dabei hergestellt durch einen Bonddraht bzw.
-bandchen 110 oder einen L6t- bzw. Sinterclip 120. Dabei
ist das eine Ende des Bonddrahtes bzw. - bandchen 110
oder des Lo6t- bzw. Sinterclips 120 mit einem Bereich der
Oberseite 101 des Tragerelementes elektrisch kontak-
tiert. Das andere Ende des Bonddrahtes bzw. -bandchen
110 oder des L6t- bzw. Sinterclips 120 ist mit der ersten
bzw. der zweiten Kontaktstelle 24, 25 der Leiterstruktur
21 elektrisch kontaktiert. In diesen Féllen sind die erste
und/oder die zweite Kontaktstelle 24, 25 in Bezug zum
Tragerelement 100 bevorzugt in einem Abstand auf dem
Schaltungstrager 20 angeordnet.

[0027] Eine alternative Verbindungsmoglichkeit ist
durch ein Durchkontaktierung 105 gegeben. Hierbei ist
ausgehend von einem Bereich der Oberseite 101 des
Tragerelementes100 eine Durchgangskontaktierung
105 durch das Tragerelement 100 hindurch ausgebildet.
Die Durchgangskontaktierung 105 reicht dabei bis zur
einer elektrischen Kontaktierung der ersten bzw. zweiten
Kontaktstelle 24, 25 der Leiterstruktur 21. Im Falle einer
Lotschicht 300 oder alternativ einer Sinterschicht oder
einer leitfahigen Kleberschicht kann die Durchkontaktie-
rung 105 auch nur bis zu einer dieser Schichten reichen.
Dabei ist vorauszusetzen, dass einer dieser Schichten
mit der ersten bzw. mit der zweiten Kontaktstelle 24, 25
der Leiterstruktur 21 elektrisch kontaktiert ist.

[0028] Die beschriebenen Verbindungsmdglichkeiten
Uber einen Bonddraht bzw. - bandchen 110, Uber einen
L6t- bzw. Sinterclip 120 oder Uber eine Durchkontaktie-
rung 105 kénnen jeweils ausschlieBlich fiir eine elektri-
sche Verbindung der ersten bzw. zweiten Kontaktstelle
24, 25 der Leiterstruktur 21 mit dem ersten bzw. zweiten
Anschlussbereich 51, 52 des elektrischen und/oder elek-
tronischen Bauelementes 50 vorgesehen werden. Eben-
so ist nur eine jeweils einseitige elektrische Verbindung
durch eine der beschriebenen Verbindungsmaéglichkei-
ten realisierbar.

[0029] Bei einer jeweils einseitigen elektrischen Ver-
bindung sind alle mdglichen Kombinationen von zwei
Verbindungsmdglichkeiten ausfiihrbar. So ist beispiels-
weise eine einseitige elektrische Verbindung mit einem
Drahtbond bzw. -bandchen 110 kombinierbar mit einer
einseitigen elektrischen Verbindung mit einem L6&t- bzw.
Sinterclip 120 oder einer Durchkontaktierung 105. Eben-
so ist eine einseitige elektrische Verbindung mit einem
L6t- bzw. Sinterclip 120 kombinierbar mit einer einseiti-
gen elektrischen Verbindung mit einer Durchkontaktie-
rung 105. Die verschiedenen Verbindungsmaglichkeiten
kénnen den Darstellungenin den Fig. 2.1 - 2.15 ersehen
werden.

Patentanspriiche

1. Schaltungsanordnung (15) umfassend zumindest
einen Schaltungstrager (20) mit zumindest einer auf
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dem Schaltungstrager (20) ausgebildeten Leiter-
struktur (21), wobei die Leiterstruktur (21) zumindest
eine erste und eine zweite elektrische Kontaktstelle
(24, 25) aufweist, und zumindest ein elektrisches
und/oder elektronisches Bauelement (50) mit zumin-
dest einem ersten und einem zweiten Anschlussbe-
reich (51, 52), wobei zur Ausbildung einer Schaltung
die zumindest erste Kontaktstelle (24) der Leiter-
struktur (21) mit dem zumindest ersten elektrischen
Anschlussbereich (51) des elektrischen und/oder
elektronischen Bauelements (50) und/oder wobei
die zumindest zweite Kontaktstelle (25) der Leiter-
struktur (21) mit dem zumindest zweiten Anschluss-
bereich (52) des elektrischen und/oder elektroni-
schen Bauelementes (50) mittelbar oder unmittelbar
elektrisch verbunden ist/sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine elektrische und/oder elektroni-
sche Bauelement (50) zur Reduzierung einer Uber-
tragung mechanischer Belastungen von dem zumin-
dest einen Schaltungstrager (20) auf zumindest ei-
nem Tragerelement (100) angeordnet ist und tber
das zumindest eine Tragerelement (100) mittelbar
mit dem zumindest einen Schaltungstrager (20) ver-
bunden ist, indem das zumindest eine Tragerele-
ment (100) mit dem zumindest einen Schaltungstra-
ger (20) verbunden ist, wobei das Tragerelement ei-
ne grofRere Zug-, Druck- und/oder Biegefestigkeit
aufweist als das zumindest eine elektrische
und/oder elektronische Bauelement.

Schaltungsanordnung (15) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine elektrische und/oder elektroni-
sche Bauelement (50) ein SMD-Bauelement ist, bei-
spielsweise ein NTC oder ein MLCC.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der Anspri-
che 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schaltungstrager (20) ein Stanzgitter, ein DBC,
ein AMB, ein IMS oder ein PCB ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Tragerelement (100) aus einem
organischen Material, beispielsweise einem Poly-
mermaterial, bevorzugt aus einem Faser-Kunststoff-
Verbund, oder aus einem keramischen Material, bei-
spielsweise aus Si3N4, AIN, ZTA, SiO2,B203,PBO,
Na20, K20, Li20, CaO, MgO, ZnO und/oder aus
Al203, gebildet ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Tragerelement (100) als elektri-
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sche Isolation zwischen dem zumindest einen elek-
trischen und/oder elektronischen Bauelement (50)
und dem zumindest einen Schaltungstrager (20)
ausgebildet ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Tragerelement(100) plattenartig
ausgebildet ist, bevorzugt mit einer Dicke von 50um
bis 5 mm, wobei das zumindest eine elektrische
und/oder elektronische Bauelement (50) auf einer
Oberseite (101) des Tragerelementes (100) ange-
ordnet ist und eine Unterseite (102) des Tragerele-
mentes (100) zumindest bereichsweise mit dem zu-
mindest einen Schaltungstrager (20) verbunden ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der zumindest eine Schaltungstrager (20) zwischen
der ersten und der zweiten Kontaktstelle (24, 25) der
Leiterstruktur (21) eine Aussparung (28), insbeson-
dere in Form eines Durchbruches, aufweist und die
Aussparung (28) in zumindest einem Bereich durch
das zumindest eine Tragerelement (100) Gberbriickt
ist.

Schaltungsanordnung (15) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Aussparung (28) eine Langserstreckung auf-
weist, insbesondere aufgrund einer rechteckigen
Grundform, und das zumindest eine elektrische
und/oder elektronische Bauelement (50) in Richtung
der Langserstreckung oder quer zu dieser auf dem
zumindest einen Tragerelement (100) angeordnet
ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der Anspri-
che 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Aussparung (28) durch einen Spalt zwischen
zwei benachbarten Bereichen eines Stanzgitters
(100) gebildet ist und die zwei benachbarten Berei-
che jeweils die erste bzw. die zweite Kontaktstelle
(24, 25) aufweisen.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der Anspri-
che 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Aussparung (28) durch mindestens zwei, bevor-
zugt parallel zueinander angeordneten, Tragerele-
mente (100) Uberbrickt ist, wobei das zumindest ei-
ne elektrische und/oder elektronische Bauelement
(50) auf dem ersten und auf dem zweiten Tragere-
lement (100) angeordnet ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
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12.

13.

14.

15.

gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Tragerelement (100) mittels ei-
ner Lot-, Sinter- oder Kleberschicht (300) mit dem
zumindest einen Schaltungstrager verbunden ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine elektrische und/oder elektroni-
sche Bauelement (50) mittels einer Lot-, Sinter- oder
Kleberschicht mit dem zumindest einen Tragerele-
ment verbunden ist.

Schaltungsanordnung (15) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die zumindest erste und/oder die zweite Kontaktstel-
le (24, 25) der Leiterstruktur (21) und/oder der zu-
mindest erste und/oder zweite Anschlussbereich
(51, 52) des zumindest einen elektrischen und/oder
elektronischen Bauelements (50) mittels einer
Draht- bzw. Bandchenbondtechnik, einer Clipldtung
bzw. -sinterung und/oder einer Durchkontaktierung
(105) elektrisch kontaktiert ist/sind, wobei die Durch-
kontaktierung (105) in dem zumindest einen Trage-
relement ausgebildet ist.

Schaltungsanordnung (15) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Tragerelement (100) zumindest
einen Kontaktbereich aufweist, welcher mit der zu-
mindest ersten Kontaktstelle (24) und/oder mit der
zweiten Kontakistelle (25) der Leiterstruktur (21)
und/oder mit dem zumindest ersten und/oder mit
dem zweiten Anschlussbereich (51, 52) des zumin-
dest einen elektrischen und/oder elektronischen
Bauelements (50) elektrisch kontaktiert ist, insbe-
sondere mittels eines gebondenen Drahtes (110)
oder Bandchen (110), eines geldteten oder versin-
terten Clips (120) und/oder einer Durchkontaktie-
rung (105), wobei die Durchkontaktierung (105) in
dem zumindest einen Tragerelement (100) ausge-
bildet ist

Leistungsmodul (10) mit einer Schaltungsanord-
nung (15) nach einem der Anspriiche 1 bis 14 und
zumindest einem Leistungshalbleiter (40), insbe-
sondere basierend auf einer SiC - Technologie, wo-
bei das zumindest eine elektrische und/oder elektro-
nische Bauelement (50) der Schaltungsanordnung
(15) ein Kondensator in SMD-Technik ist, insbeson-
dere ein MLCC-Kondensator, welcher zur Minimie-
rung parasitarer Induktivitaten in unmittelbarer Nahe
zum Leistungshalbleiter (40) angeordnet ist.
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Claims

Circuit arrangement (15) comprising at least one cir-
cuit carrier (20) having at least one conductor struc-
ture (21) formed on the circuit carrier (20), wherein
the conductor structure (21) has at least one firstand
one second electrical contact point (24, 25), and at
least one electrical and/or electronic component (50)
having at least one first and one second connection
region (51, 52), wherein, to form a circuit, the atleast
first contact point (24) of the conductor structure (21)
is directly or indirectly electrically connected to the
at least first electrical connection region (51) of the
electrical and/or electronic component (50) and/or
wherein the at least second contact point (25) of the
conductor structure (21) is directly or indirectly elec-
trically connected to the at least second connection
region (52) of the electrical and/or electronic com-
ponent (50),

characterized in that

the at least one electrical and/or electronic compo-
nent (50) is arranged to reduce transmission of me-
chanical loads from the at least one circuit carrier
(20) to at least one carrier element (100) and is in-
directly connected to the at least one circuit carrier
(20) by means of the at least one carrier element
(100) by virtue of the at least one carrier element
(100) being connected to the at least one circuit car-
rier (20), wherein the carrier element has a greater
tensile, compressive and/or flexural strength than
the at least one electrical and/or electronic compo-
nent.

Circuit arrangement (15) according to Claim 1,
characterized in that

the at least one electrical and/or electronic compo-
nent (50) is an SMD component, forexampleanNTC
or an MLCC.

Circuit arrangement (15) according to either of
Claims 1 and 2,

characterized in that

the circuit carrier (20) is a lead frame, a DBC, an
AMB, an IMS or a PCB.

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least one carrier element (100) is formed from
an organic material, for example a polymer material,
preferably from a fibre/plastic composite, or from a
ceramic material, for example from Si3N4, AIN, ZTA,
Si02, B203, PBO, Na20, K20, Li20, Ca0O, MgO,
ZnO and/or from AI203.

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,
characterized in that
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10.

1.

the at least one carrier element (100) is formed as
an electrical insulation between the atleast one elec-
trical and/or electronic component (50) and the at
least one circuit carrier (20).

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least one carrier element (100) is of plate-like
form, preferably having a thickness of 50 pum to 5
mm, wherein the at least one electrical and/or elec-
tronic component (50) is arranged on a top side (101)
of the carrier element (100) and a bottom side (102)
of the carrier element (100) is connected at least in
regions to the at least one circuit carrier (20).

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least one circuit carrier (20) has a recess (28),
in particular in the form of an aperture, between the
first and the second contact point (24, 25) of the con-
ductor structure (21) and the recess (28) is bridged
by the at least one carrier element (100) in at least
one region.

Circuit arrangement (15) according to Claim 7,
characterized in that

the recess (28) has alongitudinal extent, in particular
on account of a rectangular basic form, and the at
least one electrical and/or electronic component (50)
is arranged on the at least one carrier element (100)
in the direction of the longitudinal extent or trans-
versely thereto.

Circuit arrangement (15) according to either of
Claims 7 and 8,

characterized in that

the recess (28) is formed by a gap between two ad-
jacent regions of a lead frame (100) and the two ad-
jacentregionsrespectively have thefirstand the sec-
ond contact point (24, 25).

Circuit arrangement (15) according to one of Claims
7109,

characterized in that

the recess (28) is bridged by at least two carrier el-
ements (100), which are preferably arranged parallel
to one another, wherein the at least one electrical
and/or electronic component (50) is arranged on the
first and on the second carrier element (100).

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least one carrier element (100) is connected
to the atleast one circuit carrier by means of a solder,
sinter or adhesive layer (300).
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Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least one electrical and/or electronic compo-
nent (50) is connected to the at least one carrier el-
ementby means of a solder, sinter or adhesive layer.

Circuitarrangement (15) according to one of the pre-
ceding claims,

characterized in that

the at least first and/or the second contact point (24,
25) of the conductor structure (21) and/or the at least
first and/or second connection region (51, 52) of the
at least one electrical and/or electronic component
(50) is/are electrically contacted by means of wire or
ribbon bonding technology, clip soldering or sintering
and/or a via (105), wherein the via (105) is formed
in the at least one carrier element.

Circuit arrangement (15) according to Claim 13,
characterized in that

the at least one carrier element (100) has at least
one contact region, which is electrically contact-con-
nected to the at least first contact point (24) and/or
to the second contact point (25) of the conductor
structure (21) and/or to the at least first and/or to the
second connection region (51, 52) of the at least one
electrical and/or electronic component (50), in par-
ticular by means of a bonded wire (110) or ribbon
(110), a soldered or sintered clip (120) and/or a via
(105), wherein the via (105) is formed in the at least
one carrier element (100).

Power module (10) having a circuit arrangement (15)
according to one of Claims 1 to 14 and at least one
power semiconductor (40), in particular based on
SiC technology, wherein the at least one electrical
and/or electronic component (50) of the circuit ar-
rangement (15) is a capacitor in SMD technology, in
particular an MLCC capacitor, which is arranged im-
mediately next to the power semiconductor (40) to
minimize parasitic inductances.

Revendications

Circuit (15) comprenant au moins un support de cir-
cuit (20) muni d’au moins une structure conductrice
(21) réalisée sur le support de circuit (20), dans le-
quel la structure conductrice (21) comporte au moins
un premier et un second point de contact électrique
(24, 25) et au moins un composant électrique et/ou
électronique (50) muni d’au moins une premiére et
une seconde zone de connexion (51, 52), dans le-
quel, pour réaliser un circuit, ledit au moins premier
point de contact (24) de la structure conductrice (21)
est/sont directement ou indirectement relié(s) élec-
triqguement a ladite au moins premiére zone de con-
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nexion électrique (51) du composant électrique et/ou
électronique (50) et/ou dans lequel ledit au moins
second point de contact (25) de la structure conduc-
trice (21) est/sont indirectement ou directement re-
lié(s) électriquement a ladite au moins seconde zone
de connexion (52) du composant électrique et/ou
électronique (50),

caractérisé en ce que ledit au moins un composant
électrique et/ou électronique (50) est disposé sur au
moins un élément porteur (100) pour réduire la trans-
mission de charges mécaniques a partir dudit au
moins un support de circuit (20) et est indirectement
relié audit au moins un support de circuit (20) par
I'intermédiaire dudit au moins un élément porteur
(100) en reliant ledit au moins un élément porteur
(100) audit au moins un support de circuit (20), dans
lequel I'élément porteur présente une résistance a
la traction, a la compression et/ou a la flexion supé-
rieure a celle dudit au moins un composant électri-
que et/ou électronique.

Circuit (15) selon la revendication 1,

caractérisé en ce que ledit au moins un composant
électrique et/ou électronique (50) est un composant
SMD, par exemple un NTC ou un MLCC.

Circuit (15) selon I'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que le support de circuit (20) est
une grille découpée, un DBC, un AMB, un IMS ou
un PCB.

Circuit (15) selon'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un élément
porteur (100) est constitué d’'un matériau organique,
par exemple d’'un matériau polymere, de préférence
d’un composite fibre-plastique, ou d’'un matériau cé-
ramique, par exemple de Si3N4, d’AIN, de ZTA, de
Si02,de B203, de PBO, de Na20, de K20, de Li20,
de CaO, de MgO, de ZnO et/ou d’Al203.

Circuit (15) selon'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un élément
porteur (100) estréalisé sous la forme d’'une isolation
électrique entre ledit au moins un composant élec-
trique et/ou électronique (50) et ledit au moins un
support de circuit (20).

Circuit (15) selon'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un élément
porteur (100) est réalisé sous forme de plaque, de
préférence d’'une épaisseur allant de 50 pm a 5 mm,
dans lequel au moins un composant électrique et/ou
électronique (50) est disposé sur une face supérieu-
re (101) de I'élément porteur (100) et une face infé-
rieure (102) de I'élément porteur (100) est reliée au
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moins par zones audit au moins un support de circuit
(20).

Circuit(15) selon 'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un support de
circuit (20) présente un évidement (28) entre le pre-
mier etle second pointde contact (24, 25) de la struc-
ture conductrice (21), notamment sous forme de tra-
versée et en ce que I'évidement (28) est ponté dans
au moins une zone par au moins un élément porteur
(100).

Circuit (15) selon la revendication 7,

caractérisé en ce que I'évidement (28) présente
une étendue longitudinale, notamment du fait d’'une
forme de base rectangulaire, et en ce que ledit au
moins un composant électrique et/ou électronique
(50) est disposé sur ledit au moins un élément por-
teur (100) dans le sens de I'extension longitudinale
ou transversalement a celle-ci.

Circuit (15) selon I'une des revendications 7 ou 8,
caractérisé en ce que I'évidement (28) est formé
par un interstice entre deux zones adjacentes d’'une
grille découpée (100) et en ce que les deux zones
adjacentes présentent respectivement les premier
et second points de contact (24, 25).

Circuit (15) selon I'une des revendications 7 a 9,
caractérisé en ce que I'évidement (28) est ponté
par au moins deux éléments porteurs (100), de pré-
férence disposés parallélement 'un a l'autre, dans
lequel ledit au moins un composant électrique et/ou
électronique (50) est disposeé sur le premier et surle
second élément porteur (100).

Circuit(15) selon 'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un élément
porteur (100) est relié audit au moins un support de
circuit au moyen d’une couche de soudure, de frit-
tage ou de colle (300).

Circuit(15) selon 'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un composant
électrique et/ou électronique (50) est relié audit au
moins un élément porteur au moyen d’'une couche
de soudure, de frittage ou de colle.

Circuit(15) selon 'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que ledit au moins un premier
et/ou second point de contact (24, 25) de la structure
conductrice (21) et/ou ladite au moins une premiére
et/ou seconde région de connexion (51, 52) dudit au
moins un composant électrique et/ou électronique
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(50) est/sont électriquement connecté(s) par une
technique de soudage parfils ourubans, de soudage
par clips, de frittage et/ou de contact traversant
(105), dans lequel le contact traversant (105) estréa-
lisé dans ledit au moins un élément porteur.

Circuit (15) selon la revendication 13,

caractérisé en ce que ledit au moins un élément
porteur (100) présente au moins une zone de contact
qui estmise en contact électrique avecleditau moins
un premier pointde contact (24) et/ou avec le second
point de contact (25) de la structure conductrice (21)
et/ou avec ladite au moins une premiére zone de
connexion et/ou avec la seconde zone de connexion
(51, 52) dudit au moins un composant électrique
et/ou électronique (50), notamment au moyen d’un
fil (110) ou d’'un ruban (110) soudés, d’un clip (120)
soudé ou fritté et/ou d’'un contact traversant (105),
dans lequel le contact traversant (105) est réalisé
dans ledit au moins un élément porteur (100).

Module de puissance (10) comprenantun circuit (15)
selon I'une des revendications 1 a 14 et au moins
un semi-conducteur de puissance (40), qui est no-
tamment basé sur la technologie SiC, dans lequel
ledit au moins un composant électrique et/ou élec-
tronique (50) du circuit (15) est un condensateur en
technologie SMD, notamment un condensateur
MLCC, qui est disposé a proximité immédiate du
semi-conducteur de puissance (40) afin de minimi-
ser les inductances parasites.
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